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4端子法では等間隔に並んだ4本のピンを薄膜に押し当て、外側二本のピンに電流 I を流し、
内側二本のピンの電位差V を測って抵抗 IVR /4 ≡ を得る。このときシート抵抗 d/Rs ρ≡

（ ρは抵抗率、 d は膜厚）と との関係は 4R
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π
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となることが知られている。これを簡単に説明する。 
 
いま二次元面内での電位分布を考えよう。膜は十分薄いとして、垂直方向には電流場は一

様であると仮定する。いまこの二次元 xy面の  に仮想的な電荷(線密度) を、
 に電荷(線密度)  を置く。これらは電流導入のピンの位置に対応する。 
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この面内に適当な点を取ったとき、 Q+ からの距離を 、1r Q− からの距離を とすれば、
それぞれの電荷による電位は

2r

11 ln rQ−=φ 、 2r2 lnQ=φ となる（例えば [1] など）。電位に
は重ね合わせが効くから、この二つを加えれば実際の電位φが得られる。 
 
四端子法では  と  に電圧測定用のピンがある。この間の電位差V を上
記の関係から求めれば、V  となる。 
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電流導入ピンの間を流れる電流 I は、 0=x の線を垂直に横切る電流の線密度を積分するこ
とによって求められる。するとこれは 
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になる。積分は良くある Gauss 積分で、結果は 2/π になる（例えば[2]を見よ）。 
 
というわけで π/2ln/4 sRIVR == となり、元の式(1)の関係が得られた。 
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